











о внедрении результатов НИР
Настоящий акт составлен об использовании в учебном процессе результатов разработки "Физические основы получения перспективных полупроводниковых материалов применительно к созданию элементов фотопреобразователей солнечной энергии", выполненной по теме "Получение и исследование кристаллов и тонких пленок хайкокита Cu4Fe5S8" по гранту БРФФИ, договор Ф13МС-033 от 16 апреля 2013 года.
Научный руководитель Соболь В.Р., № гос. регистрации 20131572
Разработка используется в учебном процессе по дисциплинам кафедры общей физики в 2014 / 2015 уч. году, в частности:
при составлении учебных программ по дисциплине "Общая физика", рабочей программы для специальностей 1- 02 05 02 Физика и информатика, 1- 02 05 04 Физика и техническое творчество рег. N УД - 25-01 03 -14/ р., утверждена проректором БГПУ В.В.Шлыковым 29.04. 2014 года,
при внесении изменений и корректировке учебных программ в конце учебного года, включая Учебную программу дисциплины по выбору студента "Физическая электроника", Рег. N УД 25-01 -10/ р.- пересмотрена и ободрена на заседании кафедры общей физики (протокол N 8 от 30.08.2014 г.)
при проведении лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий по курсу общей физики по разделам "Оптика", "Квантовая физика" при изложении физических основ оптического материаловедения, как основополагающей дисциплины в комплексе передовых направлений развития так называемых высоких технологий и позволяет оптимизировать изложение материала для студентов средних и старших курсов в части формирования общих представлений о синтезе новых материалов для оптоэлектроники по линии конкурентоспособного импортозамещения. 




















Физические основы получения перспективных полупроводниковых материалов применительно к созданию элементов фотопреобразователей
солнечной энергии.
Согласно общим представлениям оптические свойства материалов определяются классом его электрической проводимости, то есть уровнем присутствия носителей электрического заряда. Зонная теория твердого тела обосновывает возможность структурирования материалов на классы металлов, диэлектриков, полуметаллов и полупроводников, которые в целом прозрачны для электромагнитного излучения, но в разных частотных диапазонах. Металлы прозрачны для рентгеновского излучения, а в области видимой части спектра частота излучения должна быть выше частоты плазменных колебаний электронного газа. Полупроводники имеют край фундаментальной полосы поглощения, определяемый шириной запрещенной зоны, которая определяется химической и кристаллической структурой материала. Материал, называемый хайкокитом, обладает достаточно большой шириной запрещенной зоны и обнаруживает ряд свойств, благоприятных для применения его в так называемых солнечных элементах. Такие среды для эффективного преобразования солнечной энергии в электричество должны быть технологичны для получения и иметь, в том числе, значительный коэффициент поглощения, что и выдвигает их в число перспективных сред для внедрения в приборы солнечной энергетики. В аккумулированном в данной разработке материале конкретизированы
-закономерности воздействия условий синтеза из элементарных составляющих на механизмы роста кристаллов и обоснован двухзонный метод синтеза Си4Ре588-
- по данным рентгенофазового анализа и численного моделирования определены структурные характеристики Си4Ре588. Выделены четыре типа кристаллографических положений ядер железа, которые с учетом валентности железа при наличии или отсутствии областей упорядочения реализуются в семи неэквивалентных кристаллохимических положениях.
- методами мёссбауэровской спектроскопии хайкокита установлено, что шесть кристаллохимических положений атомов железа являются магнитными.
Автор Соболь В.Р., д.ф.м.н., профессор.
Используют разработку Саечников К.А., к.ф.-м.н., доцент, Бондарь В.А., к.ф.- м.н., профессор
Разработка используется с 01.09.2014 по 11.03.2015.
Количество студентов которые пользуются этой разработкой - 40.
Разработка рекомендована к внедрению на заседании кафедры общей физики 















Бондарь В.А. Саечников К.А.
Сотрудники, использующие разработку













